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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
アクティブマトリクス基板と対向基板との間に液晶層を挟持する液晶表示装置の製造方法
において、前記アクティブマトリクス基板の上方に絶縁膜を形成する工程と、前記絶縁膜
上に導電体膜を形成しこれをパターニングすることにより複数の導電体パターンを形成す
る工程と、前記複数の導電体パターンを少なくとも覆い、かつその周囲の前記絶縁膜を覆
うレジスト膜を形成する工程と、前記レジスト膜をマスクに前記アクティブマトリクス基
板上方に存在しているパターン残りをエッチングする工程とを備え、
前記絶縁膜はゲート絶縁膜であり、前記導電体パターンは前記ゲート絶縁膜上に形成され
る、ソース電極、ドレイン電極及びドレイン配線であり、
前記ゲート絶縁膜と前記ソース電極及び前記ドレイン電極との間には薄膜トランジスタの
チャネル領域が形成される半導体膜が形成されており、前記レジスト膜をマスクとして、
前記導電体パターンのパターン残りを除去する第一のエッチングと、前記半導体膜のパタ
ーン残りを除去する第二のエッチングとが順に行われることを特徴とする液晶表示装置の
製造方法。
【請求項２】
前記レジスト膜をマスクとしたエッチングは、ウェットエッチングとドライエッチングと
を併用したエッチングであることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置の製造方法
。
【請求項３】
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前記レジスト膜をマスクとしたエッチングで、前記レジスト膜で覆われていない前記絶縁
膜の表面がエッチングされくぼみ部が形成されることを特徴とする請求項１又は請求項２
に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項４】
前記レジスト膜を剥離した後で、前記絶縁膜と前記導電体パターンとを覆う層間絶縁膜を
形成する工程と、前記層間絶縁膜に前記導電体パターンへ至るコンタクトホールを形成す
る工程と、前記層間絶縁膜上に画素電極を形成し前記コンタクトホールを介して前記導電
体パターンに電気的に接続する工程とをさらに備えることを特徴とする請求項１乃至請求
項３のいずれか一項に記載の液晶表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置の製造方法に関し、特に製造過程で付着したゴミに起因するパ
ターン不良を解消させる液晶表示装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、薄型で軽量の利点を有するフラットパネルディスプレイとして、益々
利用場面が広がっている。利用場面が広がるにつれて、表示性能の更なる向上が望まれて
いる。表示性能の向上としては、高輝度化、高精細化、高速応答化などがある。また表示
品質の向上としては、明点不良や黒点不良などの表示不良の解消が強く望まれている。明
点不良は、入力される印加電圧に応じた階調表示ができず、画素が常時点灯した状態とな
っている現象である。黒点不良は、入力される印加電圧に応じた階調表示ができず、画素
が常時消灯した状態で黒色に見える現象である。このような表示不良が発生する原因の一
つは、製造過程での異物の混入にある。
【０００３】
　フォトリソグラフィ技術を用いパターンを形成する際に、フォトレジスト材の塗布、露
光及び現像を行う。この塗布や露光前にゴミが付着すると、ゴミが付着した箇所で塗布が
不均一になったり露光量が不均一になるなどして、設計上は存在しないはずの場所にレジ
スト残りが生じる。また、現像の際のシミも考えられる。このようなレジスト残りや現像
の際のシミが発生した場合、このようなレジストパターンをマスクにエッチングを行い、
その後でレジストパターンを剥離するとパターン不良が生じる。このパターン不良では、
分離されているべき導電体パターンが連なって、ショートする。また、設計上は存在しな
いはずの場所にパターン残りが生じると、周りの電極や配線と接触して電極間や配線間の
ショートを誘発する場合がある。
【０００４】
　このような表示不良のリペア方法としてはレーザ照射を用いるものが知られている。特
に、明点不良の画素の電極配線に対してレーザ照射を行って、画素の表示が常に黒表示と
なるように修復するものである（特許文献１、特許文献２参照）。表示不良としては、常
時点灯しているものよりも、常時消灯して黒表示となっているものの方が目立ちにくいの
で、黒表示となるように修復することで表示不良を緩和させることができる。
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－３１８３９３号公報（段落（０００３）乃至段落（０００
６））
【特許文献２】特開２００４－０７０１８２号公報（段落（００１０）乃至段落（００１
１））
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、レーザ照射による表示不良のリペア方法では、明点不良や黒点不良を液
晶表示装置に対して駆動電圧を供給して表示動作をさせる検査を行い、表示不良の画素を
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特定してリペアを行う必要がある。この場合、電気特性で測定しても低抵抗な半導体膜に
よるショートや容量結合しているようなときは、検出能力が低く見つけることができない
場合がある。また、レーザ照射による表示不良のリペア方法のみに依存していては、表示
不良となるパターン不良を内在しているアクティブマトリクス基板を良品と見なして、対
向基板とを貼り合わせて液晶表示パネルの形態まで製造を進めてしまうことになるため、
後工程まで不良品が流出してしまい、不良率を上げてしまう原因となる。
【０００７】
　パターン不良箇所は、パターン不良が発生した工程で解消させることが望ましい。不良
が発生した工程で解消させるために、パターン不良が見つかった場合には、導電体膜をパ
ターニングして形成した導電体パターンを一旦エッチングして除去する。一旦除去してか
ら、改めて導電体膜を形成し、パターニングして複数の導電体パターンを形成するのであ
る。しかしながら、このようなリペア方法では製造工程数が大幅に増加してしまう。
［発明の目的］
　したがって、本発明の目的は、製造工程数を大幅に増加させることなく、ゴミ付着に起
因するパターン不良をリペアできる液晶表示装置の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した目的を達成するために、本発明の液晶表示装置の製造方法は、次の新規な特徴
を備える。
【０００９】
　すなわち、本発明の液晶表示装置の製造方法は、アクティブマトリクス基板と対向基板
との間に液晶層を挟持する液晶表示装置の製造方法において、上記アクティブマトリクス
基板の上方に絶縁膜を形成する工程と、上記絶縁膜上に導電体膜を形成しこれをパターニ
ングすることにより複数の導電体パターンを形成する工程と、上記複数の導電体パターン
を少なくとも覆い、かつその周囲の上記絶縁膜を覆うレジスト膜を形成する工程と、上記
レジスト膜をマスクに上記アクティブマトリクス基板上方に存在しているパターン残りを
エッチングする工程とを備えることを特徴とする。
【００１０】
　好ましくは、上記絶縁膜はゲート絶縁膜であり、上記導電体パターンは上記ゲート絶縁
膜上に形成される、ソース電極、ドレイン電極及びドレイン配線であることを特徴とする
。
【００１１】
　好ましくは、上記レジスト膜をマスクとしたエッチングは、ウェットエッチングとドラ
イエッチングとを併用したエッチングであることを特徴とする。
【００１２】
　好ましくは、上記レジスト膜をマスクとしたエッチングで、上記レジスト膜で覆われて
いない上記絶縁膜の表面がエッチングされくぼみ部が形成されることを特徴としている。
【００１３】
　また好ましくは、上記ゲート絶縁膜と上記ソース電極及び上記ドレイン電極との間には
薄膜トランジスタのチャネル領域が形成される半導体膜が形成されており、上記レジスト
膜をマスクとして、上記導電体パターンのパターン残りを除去する第一のエッチングと、
上記半導体膜のパターン残りを除去する第二のエッチングとが順に行われることを特徴と
する。
【００１４】
　好ましくは、上記レジスト膜を剥離した後で、上記絶縁膜と上記導電体パターンとを覆
う層間絶縁膜を形成する工程と、上記層間絶縁膜に上記導電体パターンへ至るコンタクト
ホールを形成する工程と、上記層間絶縁膜上に画素電極を形成し上記コンタクトホールを
介して上記導電体パターンに電気的に接続する工程とをさらに備えることを特徴とする。
［効果をもたらす手段の働き］
　複数の導電体パターンを少なくとも覆い、かつその周囲の絶縁膜を覆うレジスト膜を形
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成し、このレジスト膜をマスクにしたエッチングにより、導電体パターンのパターン残り
はエッチングされる。複数の導電体パターン間を跨ってパターン残りが存在していたと仮
定しても、存在していたパターン残りは大部分が除去される。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、導電体パターンをパターン形成するのに続いて、ゴミ付着に起因する
パターン不良や表示不良を、不良が発生した工程で解消させることができる。
【００１６】
　その理由は、パターン残りが除去されて、本来分離されているべき導電体パターンが分
離されて、パターン不良や表示不良を生じないように改変することができるからである。
さらに、一つのマスクを使ったエッチングにより、複数個所に存在しているパターン残り
を一括で除去することができるので、製造工程数の増加を極力抑制しながら、ゴミ付着に
起因するパターン不良や表示不良を解消させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明の実施の形態について説明する前に、本発明の基本概念について説明する。本発
明の液晶表示装置の製造方法では、アクティブマトリクス基板と対向基板との間に液晶層
を挟持する液晶表示装置の製造方法において、アクティブマトリクス基板の上方に絶縁膜
の一例としてゲート絶縁膜を形成する。さらに、この絶縁膜の一例としてのゲート絶縁膜
上に導電体膜を形成する。さらに、この導電体膜をパターニングして複数の導電体パター
ンの一例としての、ソース電極、ドレイン電極及びドレイン配線などを形成する。さらに
、この複数の導電体パターンの一例としてのソース電極、ドレイン電極及びドレイン配線
は少なくとも覆い、かつその周囲の上記絶縁膜の一例としてのゲート絶縁膜を覆うレジス
ト膜を形成する。さらに、このレジスト膜をマスクにアクティブマトリクス基板上方に存
在している導電体パターンのパターン残りをエッチングする。このような工程を備えるこ
とを特徴とするものである。
（第一の実施の形態）
　初めに、本発明の第一実施の形態の液晶表示装置の製造方法について、図面を参照しな
がら説明する。図１は、本発明の第一の実施形態の液晶表示装置の製造方法を説明するた
めの製造工程順の平面図である。図２は、本発明の第一の実施形態による効果を説明する
ための製造工程順の平面図である。図３は、図１のＴＦＴ１１４付近の製造工程順の断面
図である。
【００１８】
　第一実施の形態は、本発明をＩＰＳ型液晶表示装置に適用した場合である。まず、ガラ
ス基板１０１上の全面に導電体膜を形成し、これをパターニングすることにより、図１（
ａ）及び図３（ａ）に示すようにゲート電極１０２、ゲート配線１０３、共通電極１０４
及び共通配線１０５を形成する。図１（ａ）に示すように、ゲート電極１０２とゲート配
線１０３とは一体形成されており、ゲート配線１０３からゲート電極１０２が分岐して形
成されている。また、共通電極１０４と共通配線１０５とは一体形成されており、共通配
線１０５から共通電極１０４が分岐して形成されている。次に、これら電極や配線とガラ
ス基板１０１を覆うゲート絶縁膜１０６を形成する。
【００１９】
　さらに、ノンドープのａ－Ｓｉ半導体膜とｎ型不純物がドープされたｎ＋半導体膜を順
に成膜して積層構造を形成した後、これをパターニングしてアイランド状の半導体膜１０
７と保護膜１０８を形成する。半導体膜１０７はゲート電極１０２の上方のゲート絶縁膜
１０６上に配置されている。保護膜１０８は、ゲート配線１０３とドレイン配線１１３と
が交差する箇所のゲート絶縁膜１０６上に配置されている。保護膜１０８は、その後に形
成されるドレイン配線１１３がゲート配線１０３と交差する部分で、ゲート配線１０３と
ドレイン配線１１３との静電耐圧を向上させるために配置している。また、段差で断線す
るのを防止するために設けている。
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【００２０】
　次に、ゲート絶縁膜１０６、半導体膜１０７や保護膜１０８を覆うように、導電体膜を
形成する。これをパターニングして、図１（ａ）に示すように、ソース電極１０９、ソー
ス配線１１０、画素電極１１１、ドレイン電極１１２及びドレイン配線１１３を形成する
。このとき、ソース電極１０９とドレイン電極１１２との間に露出している半導体膜１０
７のｎ＋半導体膜が除去されて、ソース領域とドレイン領域とがチャネル領域を挟んで分
離される。また、ｎ＋半導体膜の除去の際に、ノンドープのａ－Ｓｉ半導体膜の表面も一
部除去される。
【００２１】
　ゲート電極１０２、ゲート絶縁膜１０６、半導体膜１０７、ソース電極１０９及びドレ
イン電極１１２は、ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）１１４を構成する。図１（ａ）に示すよ
うに、ソース電極１０９、ソース配線１１０及び画素電極１１１は一体形成されており、
ソース配線１１０から複数の画素電極１１１が分岐して形成されている。また、ドレイン
電極１１２とドレイン配線１１３とは一体形成されており、ドレイン配線１１３からドレ
イン電極１１３が分岐して形成されている。画素電極１１１と共通電極１０４とは、ゲー
ト絶縁膜１０６を介してお互いに交互に平行に配置されている。画素電極１１１と共通電
極１０４との間に電圧を印加することにより、液晶層の液晶分子を平面内で回転させて表
示制御を行う。
【００２２】
　次に、図１（ｂ）及び図３（ｂ）に示すようにリペア用のレジスト膜１１５を形成する
。このレジスト膜１１５は、ソース電極１０９、ソース配線１１０、画素電極１１１、ド
レイン電極１１２、ドレイン配線１１３、半導体膜１０７、及び保護膜１０８を少なくと
も覆い、さらにその周囲のゲート絶縁膜１０６を覆うように形成している。
【００２３】
　次に、このレジスト膜１１５をマスクとしたウェットエッチングとドライエッチングと
の併用エッチングを順番に行う。このエッチングにより、ゲート絶縁膜１０６上に存在す
るパターン残りがエッチングされる。さらにこのエッチングにより、図３（ｃ）に示すよ
うにレジスト膜１１５で覆われていないゲート絶縁膜１０６がエッチングされて、ゲート
絶縁膜１０６の表面にくぼみ部１０６ａが形成される。
【００２４】
　次に、パターン残りなどパターン不良が発生した状態で第一実施の形態の製造方法を説
明する。まず、ガラス基板１０１上の全面に導電体膜を形成し、これをパターニングする
ことにより、図２（ａ）及び図３（ａ）に示すようにゲート電極１０２、ゲート配線１０
３、共通電極１０４及び共通配線１０５を形成する。図２（ａ）に示すように、ゲート電
極１０２とゲート配線１０３は一体形成されており、ゲート配線１０３からゲート電極１
０２が分岐して形成されている。また、共通電極１０４と共通配線１０５は一体形成され
ており、共通配線１０５から共通電極１０４が分岐して形成されている。次に、これら電
極や配線とガラス基板１０１を覆うように、ゲート絶縁膜１０６を形成する。このゲート
絶縁膜１０６としては例えば、ＣＶＤ法で形成された、膜厚が３００ｎｍ～６００ｎｍの
ＳｉＮｘ膜を用いる。さらに、ノンドープのａ－Ｓｉ半導体膜とｎ型不純物がドープされ
たｎ＋半導体膜を順に成膜して積層構造を形成した後、フォトリソグラフィ技術を用いて
これをパターニングして、アイランド状の半導体膜１０７及び保護膜１０８を形成する。
このパターニングのための塗布や露光の前に、図示しないゴミが付着するとレジスト残り
が発生し、レジスト残りが発生したレジストパターンでパターニングをすると、半導体膜
のパターン残り１１６が形成される。
【００２５】
　次に、ゲート絶縁膜１０６、半導体膜１０７や保護膜１０８を覆うように、膜厚が１０
０ｎｍ～２５０ｎｍのＣｒ膜をスパッタ法により形成する。これをドライエッチング、若
しくはウェットエッチングとドライエッチングとの併用エッチングによりパターニングし
て、図２（ａ）に示すように、ソース電極１０９、ソース配線１１０、画素電極１１１、
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ドレイン電極１１２及びドレイン配線１１３を形成する。ウェットエッチングでは、例え
ば硝酸系混酸をエッチング液として用いる。ドライエッチングでは、例えば塩素と酸素の
混合ガスをエッチングガスとして用いる。このとき、ソース電極１０９とドレイン電極１
１２との間に露出している半導体膜１０７のｎ＋半導体膜が除去されて、ソース領域とド
レイン領域とがチャネル領域を挟んで分離される。また、ｎ＋半導体膜の除去の際に、ノ
ンドープのａ－Ｓｉ半導体膜の表面も一部除去される。
【００２６】
　このＣｒ膜のパターニングのための塗布や露光の前に、図示しないゴミが付着するとレ
ジスト残りが発生し、レジスト残りが発生したレジストパターンでパターニングをすると
、Ｃｒ膜のパターン残り１１７が形成される。図２（ａ）では、正規の画素電極１１１や
ドレイン配線１１３の外形と、パターン残り１１７の外形とを理解しやすくするために別
個のパターンとして描いている。実際には、一つのＣｒ膜からパターニングして、画素電
極１１１やドレイン配線１１３、パターン残り１１７が形成されているので、これらは同
層で一体的に形成されている。
【００２７】
　ここで、ゴミ付着によるパターン不良について詳しく説明する。ゴミは作業者、製造設
備、レジスト膜などに由来するものである。その大きさは、３μｍ以上のものを想定して
いる。このようなゴミがパターニングのための塗布や露光の前に付着すると、レジスト残
りが発生し、レジスト残りが発生したレジストパターンでパターニングされてしまうため
、半導体膜のパターン残り１１６やＣｒ膜のパターン残り１１７が形成される。このパタ
ーン残り１１６及び１１７は、理解しやすいように多少誇張して大きく描いている。図２
（ａ）では、あるパターン残り１１６はソース配線１１０の下に形成されており、他のパ
ターン残り１１６はドレイン配線１１３の下に形成されている。また、あるパターン残り
１１７は三つの画素電極１１１に跨るように存在しており、これらをショートさせている
。また別のパターン残り１１７は一つの画素電極１１１とドレイン配線１１３に跨るよう
に存在しており、これらをショートさせている。
【００２８】
　次に、図２（ｂ）及び図３（ｂ）に示すようにリペア用のレジスト膜１１５を形成する
。このレジスト膜１１５は、ソース電極１０９、ソース配線１１０、画素電極１１１、ド
レイン電極１１２、ドレイン配線１１３、半導体膜１０７及び保護膜１０８を少なくとも
覆い、さらにその周囲のゲート絶縁膜１０６を覆うように形成している。具体的には、こ
れら電極や配線、半導体膜の外縁から外側に０．２５μｍ～１．０μｍだけ張り出して、
周囲のゲート絶縁膜１０６を覆うように形成する。例えば、各電極又は各配線を覆うレジ
スト膜は、レジスト膜を露光するためのフォトマスク上で、その幅が各電極又は各配線よ
り０．５μｍ～１．０μｍだけ太くなるように形成する。
【００２９】
　次に、このレジスト膜１１５をマスクとしたウェットエッチングとドライエッチングと
の併用エッチングを順に行う。これはＣｒ膜のパターン残り１１７を除去するためのエッ
チングである。ウェットエッチングでは、例えば硝酸系混酸をエッチング液として用いる
。ドライエッチングでは、例えば塩素と酸素の混合ガスをエッチングガスとして用いる。
このようにエッチングを併用する理由は次のとおりである。ウェットエッチングだけでは
レジスト膜１１５が膨潤して剥がれたりパターン欠損になり、後のエッチングで不良を生
じさせるためである。また、ドライエッチングだけではレジスト膜１１５の後退が生じて
しまい、正規のパターン（ソース電極１０９、ソース配線１１０、画素電極１１１、ドレ
イン電極１１２及びドレイン配線１１３）までエッチングされる可能性があるからである
。また、ドライエッチングは、３回以上は実施しないようにする。
【００３０】
　これらのエッチングにより、図２（ｃ）に示すように、レジスト膜１１５で覆われてい
ない部分のパターン残り１１７は除去される。これにより、複数の画素電極１１１に跨る
ように存在していたパターン残り１１７は大部分が除去されて微小なパターン残り１１７
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ａとなる。画素電極１１１同士は、分離が必要な箇所が分離される。また、画素電極１１
１とドレイン配線１１３とに跨るように存在していたパターン残り１１７は大部分が除去
されて微小なパターン残り１１７ａとなる。画素電極１１１とドレイン配線１１３とは、
分離される。
【００３１】
　次に、このレジスト膜１１５をマスクとしたドライエッチングを行う。これは半導体膜
のパターン残り１１６を除去するためのエッチングである。例えば、ＳＦ６とＨｅの混合
ガスをエッチングガスとして用いる。このエッチングによりソース配線１１０やドレイン
配線１１６の下に跨るように存在していたパターン残り１１６は大部分が除去されて微小
なパターン残り１１６ａとなる。図２（ｃ）では、レジスト膜１１５を剥離した後の状態
を示している。
【００３２】
　またこのレジスト膜１１５をマスクとしたエッチングにより、図３（ｃ）で示したよう
に、レジスト膜１１５で覆われていないゲート絶縁膜１０６が２５ｎｍ程度エッチングさ
れて、ゲート絶縁膜１０６の表面にくぼみ部１０６ａが形成される。ゲート絶縁膜１０６
の膜厚は、このエッチングによって減少する量を見込んで、膜厚を厚めに成膜する。この
ように考慮して設計し製造することにより、膜厚減少に起因する、バックライトの透過率
のスペクトルがシフトしてパネル表示時に赤く色つく、色つき現象の発生を防止すること
ができる。
【００３３】
　この後は、通常のＩＰＳ型液晶表示装置の製造方法と同様にして、図４（ａ）に示すよ
うなＩＰＳ型の液晶表示装置が完成する。簡単に説明すると、図１乃至図３を参照して説
明したアクティブマトリクス基板１０の表面に配向膜１１を形成する。対向基板１２の表
面には表示領域の中の画素間の領域にマトリクス状やストライプ状の遮光膜１３を形成す
る。遮光膜１３で囲まれた画素領域となる部分にはそれぞれカラーフィルタを配置する。
カラーフィルタは赤色層１４Ｒ、緑色層１４Ｇ及び青色層１４Ｂで構成されている。さら
に、カラーフィルタと遮光層１３の表面に配向膜１１を形成する。さらに、アクティブマ
トリクス基板１０と対向基板１２とを液晶層１５を挟持した状態で貼り合わせることによ
り、本実施の形態の液晶表示装置が完成する。
【００３４】
　本実施の形態によれば、ソース電極１０９、ソース配線１１０、画素電極１１１、ドレ
イン電極１１２及びドレイン配線１１３のパターニング後に、レジスト膜１１５をマスク
としたエッチングを行っている。このエッチングによって、ソース電極１０９、ソース配
線１１０、画素電極１１１、ドレイン電極１１２及びドレイン配線１１３のパターニング
の際に形成されたパターン残り１１７はエッチングされてその大部分が除去され、微小な
パターン残り１１７ａとなる。不要なパターン残り１１７が除去されたので、近接する配
線や電極間のショートがなくなり、ゴミに起因するパターン不良を解消させることができ
る。さらに、レジスト膜１１５をマスクとしたエッチングによって、半導体膜１０７及び
保護膜１０８のパターニングの際に形成されたパターン残り１１６もエッチングされてそ
の大部分が除去され、微小なパターン残り１１６ａとなる。不要なパターン残り１１６が
除去されたので、近接する配線や電極間のショートの可能性が小さくなり、ゴミに起因す
るパターン不良を解消させることができる。
【００３５】
　さらに、本実施の形態では、このエッチングによって、複数個所のパターン残り１１７
を一括でエッチングするので、製造工程数を極力増やさないで、ゴミに起因するパターン
不良を解消できる。さらに、同一のマスクで、複数個所のパターン残り１１６を一括でエ
ッチングするので、製造工程数を極力増やさないで、ゴミに起因するパターン不良を解消
できる。
【００３６】
　なお、本実施の形態の液晶表示装置は、画素電極１１１と共通電極１０４との間に電圧
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を印加することにより、液晶層の液晶分子を平面内で回転させて表示制御を行う構成のも
のである。図２（ｃ）に示したものでは、画素電極１１１の外縁に微小なパターン残り１
１７ａが残っているが、パターン残り１１７ａは微小なので表示上認識されることはなく
、問題はない。また、パターン残り１１７ａは微小なので、輝度特性上も問題はない。
（第二実施の形態）
　次に、本発明の第二実施の形態の液晶表示装置の製造方法について、図面を参照しなが
ら説明する。図５は、本発明の第二の実施形態の液晶表示装置の製造方法を説明するため
の製造工程順の平面図である。図６－Ａ及び図６－Ｂ（ｄ）は、本発明の第二の実施形態
による効果を説明するための製造工程順の平面図である。図６－Ｂ（ｅ）及び（ｆ）、図
６－Ｃは、図６－ＡのＴＦＴ２１４付近の製造工程順の断面図である。
【００３７】
　第二実施の形態は、ＴＮ型液晶表示装置の製造方法に適用した例である。まず、ガラス
基板２０１上の全面に導電体膜を形成し、これをパターニングすることにより、図５（ａ
）及び図６－Ｂ（ｅ）に示すようにゲート電極２０２、ゲート配線２０３、共通配線２０
５を形成する。図５（ａ）に示すように、ゲート電極２０２とゲート配線２０３とは一体
形成されており、ゲート配線２０３からゲート電極２０２が分岐して形成されている。次
に、これら電極や配線とガラス基板２０１を覆うゲート絶縁膜２０６を形成する。
【００３８】
　さらに、ノンドープのａ－Ｓｉ半導体膜とｎ型不純物がドープされたｎ＋半導体膜とを
順に成膜して積層構造を形成した後、これをパターニングしてアイランド状の半導体膜２
０７と保護膜２０８を形成する。半導体膜２０７はゲート電極２０２の上方のゲート絶縁
膜２０６上に配置されている。保護膜２０８は、その後に形成されるドレイン配線２１３
がゲート配線２０３と交差する部分で、ゲート配線２０３とドレイン配線２１３との静電
耐圧を向上させるために配置している。また、段差で断線するのを防止するために設けて
いる。
【００３９】
　次に、ゲート絶縁膜２０６、半導体膜２０７や保護膜２０８を覆うように、導電体膜を
形成する。これをパターニングして、図５（ａ）に示すように、ソース電極２０９、ソー
ス配線２１０、ドレイン電極２１２及びドレイン配線２１３を形成する。このとき、ソー
ス電極２０９とドレイン電極２１２との間に露出している半導体膜２０７のｎ＋半導体膜
が除去されて、ソース領域とドレイン領域とがチャネル領域を挟んで分離される。また、
ｎ＋半導体膜の除去の際に、ノンドープのａ－Ｓｉ半導体膜の表面も一部除去される。
【００４０】
　ゲート電極２０２、ゲート絶縁膜２０６、半導体膜２０７、ソース電極２０９及びドレ
イン電極２１２は、ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）２１４を構成する。図５（ａ）に示すよ
うに、ソース電極２０９とソース配線２１０とは一体形成されている。また、ドレイン電
極２１２とドレイン配線２１３とは一体形成されており、ドレイン配線２１３からドレイ
ン電極２１２が分岐して形成されている。
【００４１】
　次に、図５（ｂ）及び図６－Ｂ（ｆ）に示すようにリペア用のレジスト膜２１５を形成
する。このレジスト膜２１５は、ソース電極２０９、ソース配線２１０、ドレイン電極２
１２、ドレイン配線２１３、半導体膜２０７及び保護膜２０８を少なくとも覆い、さらに
その周囲のゲート絶縁膜２０６を覆うように形成している。
【００４２】
　次に、このレジスト膜２１５をマスクとしたウェットエッチングとドライエッチングと
の併用エッチングを順番に行う。このエッチングにより、ゲート絶縁膜２０６上に存在す
るパターン残りがエッチングされる。さらにこのエッチングにより、図６－Ｃ（ｇ）に示
すようにレジスト膜２１５で覆われていないゲート絶縁膜２０６がエッチングされて、ゲ
ート絶縁膜２０６の表面にくぼみ部２０６ａが形成される。
【００４３】
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　次に、図６－Ｃ（ｈ）に示すように、全面に層間絶縁膜２１８が形成される。さらに、
図６－Ｃ（ｉ）に示すように、層間絶縁膜２１８にコンタクトホール２１９が形成される
。さらに、図５（ｃ）及び図６－Ｃ（ｉ）に示すように、層間絶縁膜２１８上に画素電極
２２０が形成され、コンタクトホール２１９を介してソース電極２０９に電気的に接続す
る。
【００４４】
　次に、パターン残りなどパターン不良が発生した状態で第二実施の形態の製造方法を説
明する。まず、ガラス基板２０１上の全面に導電体膜を形成し、これをパターニングする
ことにより、図６－Ａ（ａ）及び図６－Ｂ（ｅ）に示すようにゲート電極２０２、ゲート
配線２０３及び共通配線２０５を形成する。図６－Ａ（ａ）に示すように、ゲート電極２
０２とゲート配線２０３は一体形成されており、ゲート配線２０３からゲート電極２０２
が分岐して形成されている。次に、これら電極や配線とガラス基板２０１を覆うように、
ゲート絶縁膜２０６を形成する。このゲート絶縁膜２０６としては例えば、ＣＶＤ法で形
成された、膜厚が３００ｎｍ～６００ｎｍのＳｉＮｘ膜を用いる。さらに、ノンドープの
ａ－Ｓｉ半導体膜とｎ型不純物がドープされたｎ＋半導体膜を順に成膜して積層構造を形
成した後、これをパターニングしてアイランド状の半導体膜２０７及び保護膜２０８を形
成する。このパターニングのための塗布や露光の前に、図示しないゴミが付着するとレジ
スト残りが発生し、レジスト残りが発生したレジストパターンでパターニングをすると、
半導体膜のパターン残り２１６が形成される。
【００４５】
　次に、ゲート絶縁膜２０６、半導体膜２０７や保護膜２０８を覆うように、膜厚が１０
０ｎｍ～２５０ｎｍのＣｒ膜をスパッタ法により形成する。これをドライエッチング、若
しくはウェットエッチングとドライエッチングとの併用エッチングによりパターニングし
て、図６－Ａ（ａ）に示すように、ソース電極２０９、ソース配線２１０、ドレイン電極
２１２及びドレイン配線２１３を形成する。このとき、ソース電極２０９とドレイン電極
２１２との間に露出している半導体膜２０７のｎ＋半導体膜が除去されて、ソース領域と
ドレイン領域とがチャネル領域を挟んで分離される。また、ｎ＋半導体膜の除去の際に、
ノンドープのａ－Ｓｉ半導体膜の表面も一部除去される。
【００４６】
　このＣｒ膜のパターニングのための塗布や露光の前に、図示しないゴミが付着するとレ
ジスト残りが発生し、レジスト残りが発生したレジストパターンでパターニングをすると
、Ｃｒ膜のパターン残り２１７が形成される。図６－Ａ（ａ）では、正規のソース配線２
１０やドレイン配線２１３の外形と、パターン残り２１７の外形とを理解しやすくするた
めに別個のパターンとして描いている。実際には、一つのＣｒ膜からパターニングして、
ソース配線２１０やドレイン配線２１３、パターン残り２１７が形成されているので、こ
れらは同層で一体的に形成されている。
【００４７】
　ここで、ゴミ付着によるパターン不良について詳しく説明する。ゴミは作業者、製造設
備、レジスト膜などに由来するものである。その大きさは、３μｍ以上のものを想定して
いる。このようなゴミがパターニングのための塗布や露光の前に付着すると、レジスト残
りが発生し、レジスト残りが発生したレジストパターンでパターニングされてしまうため
、半導体膜のパターン残り２１６やＣｒ膜のパターン残り２１７が形成される。このパタ
ーン残り２１６及び２１７は、理解しやすいように多少誇張して大きく描いている。図６
－Ａ（ａ）では、あるパターン残り２１６はソース配線２１０とドレイン配線２１３の下
に跨るように存在している。他のパターン残り２１７はソース配線２１０とドレイン配線
２１３に跨るように存在しており、これらをショートさせている。
【００４８】
　次に、図６－Ａ（ｂ）及び図６－Ｂ（ｆ）に示すようにリペア用のレジスト膜２１５を
形成する。このレジスト膜２１５は、ソース電極２０９、ソース配線２１０、ドレイン電
極２１２、ドレイン配線２１３、半導体膜２０７及び保護膜２０８を少なくとも覆い、さ
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らにその周囲のゲート絶縁膜２０６を覆うように形成している。具体的には、これら電極
や配線、半導体膜の外縁から外側に０．２５μｍ～１．０μｍだけ張り出して、周囲のゲ
ート絶縁膜２０６を覆うように形成する。例えば、各電極又は各配線を覆うレジスト膜は
、レジスト膜を露光するためのフォトマスク上で、その幅が各電極又は各配線より０．５
μｍ～１．０μｍだけ太くなるように形成する。
【００４９】
　次に、このレジスト膜２１５をマスクとしたウェットエッチングとドライエッチングと
の併用エッチングを順に行う。これはＣｒ膜のパターン残り２１７を除去するためのエッ
チングである。ウェットエッチングでは、例えば硝酸系混酸をエッチング液として用いる
。ドライエッチングでは、例えば塩素と酸素の混合ガスをエッチングガスとして用いる。
このようにエッチングを併用する理由は第一実施の形態で説明したとおりである。このエ
ッチングにより、図６－Ａ（ｃ）に示すように、レジスト膜２１５で覆われていない部分
のパターン残り２１７は除去される。これにより、ソース配線２１０とドレイン配線２１
３とに跨るように存在していたパターン残り２１７は大部分が除去されて微小なパターン
残り２１７ａとなる。ソース配線２１０とドレイン配線２１３とは、分離される。
【００５０】
　次に、このレジスト膜２１５をマスクとしたドライエッチングを行う。これは半導体膜
のパターン残り２１６を除去するためのエッチングである。例えば、ＳＦ６とＨｅの混合
ガスをエッチングガスとして用いる。このエッチングによりソース配線２１０やドレイン
配線２１３の下に跨るように存在していたパターン残り２１６は大部分が除去されて微小
なパターン残り２１６ａとなる。図６－Ａ（ｃ）では、レジスト膜２１５を剥離した後の
状態を示している。
【００５１】
　またこのレジスト膜２１５をマスクとしたエッチングにより、図６－Ｃ（ｇ）で示した
ように、レジスト膜２１５で覆われていないゲート絶縁膜２０６が２５ｎｍ程度エッチン
グされて、ゲート絶縁膜２０６の表面にくぼみ部２０６ａが形成される。ゲート絶縁膜２
０６の膜厚は、このエッチングによって減少する量を見込んで、膜厚を厚めに成膜する。
このように考慮して設計し製造することにより、膜厚減少に起因する、バックライトの透
過率のスペクトルがシフトしてパネル表示時に赤く色つく、色つき現象の発生を防止する
ことができる。
【００５２】
　次に、図６－Ｃ（ｈ）に示すように、全面に層間絶縁膜２１８が形成される。さらに、
図６－Ｃ（ｉ）に示すように、層間絶縁膜２１８にコンタクトホール２１９が形成される
。さらに、図６－Ｂ（ｄ）及び図６－Ｃ（ｉ）に示すように、層間絶縁膜２１８上に画素
電極２２０が形成され、コンタクトホール２１９を介してソース電極２０９に電気的に接
続する。
【００５３】
　この後は、通常のＴＮ型液晶表示装置の製造方法と同様にして、図４（ｂ）に示すよう
なＴＮ型の液晶表示装置が完成する。簡単に説明すると、図５、図６－Ａ乃至図６－Ｃで
説明したアクティブマトリクス基板２０の表面に配向膜２１を形成する。対向基板２２の
表面には表示領域の中の画素間の領域にマトリクス状やストライプ状の遮光膜２３を形成
する。遮光膜２３で囲まれた画素領域となる部分にはそれぞれカラーフィルタを配置する
。カラーフィルタは赤色層２４Ｒ、緑色層２４Ｇ及び青色層２４Ｂで構成されている。さ
らに、カラーフィルタと遮光層２３の表面に対向電極２５を形成する。さらに、対向電極
２５の表面に配向膜２１を形成する。さらに、アクティブマトリクス基板２０と対向基板
２２とを液晶層２６を挟持した状態で貼り合わせることにより、本実施の形態の液晶表示
装置が完成する。このＴＮ型の液晶表示装置では、アクティブマトリクス基板２０の画素
電極と対向基板２２の対向電極２５との間に電圧を印加することにより、液晶層の液晶分
子の傾斜を制御することにより表示を行う。
【００５４】
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　本実施の形態によれば、ソース電極２０９、ソース配線２１０、ドレイン電極２１２及
びドレイン配線２１３のパターニング後に、レジスト膜２１５をマスクとしたエッチング
を行っている。このエッチングによって、ソース電極２０９、ソース配線２１０、ドレイ
ン電極２１２及びドレイン配線２１３のパターニングの際に形成されたパターン残り２１
７はエッチングされてその大部分が除去され、微小なパターン残り２１７ａとなる。不要
なパターン残り２１７が除去されたので、近接する配線や電極間のショートがなくなり、
ゴミに起因するパターン不良を解消させることができる。さらに、レジスト膜２１５をマ
スクとしたエッチングによって、半導体膜２０７及び保護膜２０８のパターニングの際に
形成されたパターン残り２１６もエッチングされてその大部分が除去され、微小なパター
ン残り２１６ａとなる。不要なパターン残り２１６が除去されたので、近接する配線や電
極間のショートがなくなり、ゴミに起因するパターン不良を解消させることができる。
【００５５】
　さらに、本実施の形態では、このエッチングによって、複数個所のパターン残り２１７
を一括でエッチングするので、製造工程数を極力増やさないで、ゴミに起因するパターン
不良を解消できる。さらに、同一のマスクで、複数個所のパターン残り２１６を一括でエ
ッチングするので、製造工程数を極力増やさないで、ゴミに起因するパターン不良を解消
できる。
（第三実施の形態）
　次に、本発明の第三実施の形態の液晶表示装置の製造方法について、図面を参照しなが
ら説明する。図７は、本発明の第三の実施形態の液晶表示装置の製造方法を説明するため
の製造工程順の平面図である。図８－Ａ及び図８－Ｂ（ｄ）は、本発明の第三の実施形態
による効果を説明するための製造工程順の平面図である。図８－Ｂ（ｅ）及び（ｆ）、図
８－Ｃは、図８－ＡのＴＦＴ３１４付近の製造工程順の断面図である。
【００５６】
　第三実施の形態は、ＩＰＳ型液晶表示装置の製造方法に適用した例である。第一実施の
形態のＩＰＳ型液晶表示装置では、画素電極と共通電極とを異なるレイヤーに配置した構
造のものであるのに対し、第三実施の形態のＩＰＳ型液晶表示装置では画素電極と共通電
極とが同じレイヤーに配置した構造のものである。
【００５７】
　まず、ガラス基板３０１上の全面に導電体膜を形成し、これをパターニングすることに
より、図７（ａ）及び図８－Ｂ（ｅ）に示すようにゲート電極３０２、ゲート配線３０３
、共通配線３０５を形成する。図７（ａ）に示すように、ゲート電極３０２とゲート配線
３０３とは一体形成されており、ゲート配線３０３からゲート電極３０２が分岐して形成
されている。次に、これら電極や配線とガラス基板３０１を覆うように、ゲート絶縁膜３
０６を形成する。
【００５８】
　さらに、ノンドープのａ－Ｓｉ半導体膜とｎ型不純物がドープされたｎ＋半導体膜とを
順に成膜して積層構造を形成した後、これをパターニングしてアイランド状の半導体膜３
０７と保護膜３０８を形成する。半導体膜３０７はゲート電極３０２の上方のゲート絶縁
膜３０６上に配置されている。保護膜３０８は、その後に形成されるドレイン配線３１３
がゲート配線３０３と交差する部分で、ゲート配線３０３とドレイン配線３１３との静電
耐圧を向上させるために配置している。また、段差で断線するのを防止するために設けて
いる。
【００５９】
　次に、ゲート絶縁膜３０６、半導体膜３０７や保護膜３０８を覆うように、導電体膜を
形成する。これをパターニングして、図７（ａ）に示すように、ソース電極３０９、ソー
ス配線３１０、ドレイン電極３１２及びドレイン配線３１３を形成する。このとき、ソー
ス電極３０９とドレイン電極３１２との間に露出している半導体膜３０７のｎ＋半導体膜
が除去されて、ソース領域とドレイン領域とがチャネル領域を挟んで分離される。また、
ｎ＋半導体膜の除去の際に、ノンドープのａ－Ｓｉ半導体膜の表面も一部除去される。
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【００６０】
　ゲート電極３０２、ゲート絶縁膜３０６、半導体膜３０７、ソース電極３０９及びドレ
イン電極３１２は、ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）３１４を構成する。図７（ａ）に示すよ
うに、ソース電極３０９とソース配線３１０とは一体形成されている。また、ドレイン電
極３１２とドレイン配線３１３とは一体形成されており、ドレイン配線３１３からドレイ
ン電極３１２が分岐して形成されている。
【００６１】
　次に、図７（ｂ）及び図８－Ｂ（ｆ）に示すようにリペア用のレジスト膜３１５を形成
する。このレジスト膜３１５は、ソース電極３０９、ソース配線３１０、ドレイン電極３
１２、ドレイン配線３１３、半導体膜３０７及び保護膜３０８を少なくとも覆い、さらに
その周囲のゲート絶縁膜３０６を覆うように形成している。
【００６２】
　次に、このレジスト膜３１５をマスクとしたウェットエッチングとドライエッチングと
の併用エッチングを順番に行う。このエッチングにより、ゲート絶縁膜３０６上に存在す
るパターン残りがエッチングされる。さらにこのエッチングにより、図８－Ｃ（ｇ）に示
すようにレジスト膜３１５で覆われていないゲート絶縁膜３０６がエッチングされて、ゲ
ート絶縁膜３０６の表面にくぼみ部３０６ａが形成される。
【００６３】
　次に、図８－Ｃ（ｈ）に示すように、全面に層間絶縁膜３１８が形成される。さらに、
図８－Ｃ（ｉ）に示すように、層間絶縁膜３１８にソース配線３１０に至るコンタクトホ
ール３１９ａが形成される。このときに、図示していない、層間絶縁膜３１８及びゲート
絶縁膜３０６を貫通して共通配線３０５に至るコンタクトホールを形成する。さらに、層
間絶縁膜３１８上にＩＴＯなどの透明導電膜を形成し、これをパターニングすることによ
り、図７（ｃ）及び図８－Ｃ（ｉ）に示すように、層間絶縁膜３１８上に画素電極３２０
が形成され、コンタクトホール３１９ａを介してソース電極３０９に電気的に接続する。
このときに、層間絶縁膜３１８上に共通電極３２１が形成され、図示していないコンタク
トホールを介して共通配線３０５に電気的に接続する。画素電極３２０と共通電極３２１
とは、層間絶縁膜３１８上にお互いに交互に平行に配置されている。画素電極３２０と共
通電極３２１との間に電圧を印加することにより、液晶層の液晶分子を平面内で回転させ
て表示制御を行う。
【００６４】
　次に、パターン残りなどパターン不良が発生した状態で第三実施の形態の製造方法を説
明する。まず、ガラス基板３０１上の全面に導電体膜を形成し、これをパターニングする
ことにより、図８－Ａ（ａ）及び図８－Ｂ（ｅ）に示すようにゲート電極３０２、ゲート
配線３０３及び共通配線３０５を形成する。図８－Ａ（ａ）に示すように、ゲート電極３
０２とゲート配線３０３は一体形成されており、ゲート配線３０３からゲート電極３０２
が分岐して形成されている。次に、これら電極や配線とガラス基板３０１を覆うように、
ゲート絶縁膜３０６を形成する。このゲート絶縁膜３０６としては例えば、ＣＶＤ法で形
成された、膜厚が３００ｎｍ～６００ｎｍのＳｉＮｘ膜を用いる。さらに、ノンドープの
ａ－Ｓｉ半導体膜とｎ型不純物がドープされたｎ＋半導体膜を順に成膜して積層構造を形
成した後、これをパターニングしてアイランド状の半導体膜３０７及び保護膜３０８を形
成する。このパターニングのための塗布や露光の前に、図示しないゴミが付着するとレジ
スト残りが発生し、レジスト残りが発生したレジストパターンでパターニングをすると、
半導体膜のパターン残り３１６が形成される。
【００６５】
　次に、ゲート絶縁膜３０６、半導体膜３０７や保護膜３０８を覆うように、膜厚が１０
０ｎｍ～２５０ｎｍのＣｒ膜をスパッタ法により形成する。これをドライエッチング、若
しくはウェットエッチングとドライエッチングとの併用エッチングによりパターニングし
て、図８－Ａ（ａ）に示すように、ソース電極３０９、ソース配線３１０、ドレイン電極
３１２及びドレイン配線３１３を形成する。このとき、ソース電極３０９とドレイン電極
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３１２との間に露出している半導体膜３０７のｎ＋半導体膜が除去されて、ソース領域と
ドレイン領域とがチャネル領域を挟んで分離される。また、ｎ＋半導体膜の除去の際に、
ノンドープのａ－Ｓｉ半導体膜の表面も一部除去される。
【００６６】
　このＣｒ膜のパターニングのための塗布や露光の前に、図示しないゴミが付着するとレ
ジスト残りが発生し、レジスト残りが発生したレジストパターンでパターニングをすると
、Ｃｒ膜のパターン残り３１７が形成される。図８－Ａ（ａ）では、正規のソース配線３
１０やドレイン配線３１３の外形と、パターン残り３１７の外形とを理解しやすくするた
めに別個のパターンとして描いている。実際には、一つのＣｒ膜からパターニングして、
ソース配線３１０やドレイン配線３１３、パターン残り３１７が形成されているので、こ
れらは同層で一体的に形成されている。
【００６７】
　ここで、ゴミ付着によるパターン不良について詳しく説明する。ゴミは作業者、製造設
備、レジスト膜などに由来するものである。その大きさは、３μｍ以上のものを想定して
いる。このようなゴミがパターニングのための塗布や露光の前に付着すると、レジスト残
りが発生し、レジスト残りが発生したレジストパターンでパターニングされてしまうため
、半導体膜のパターン残り３１６やＣｒ膜のパターン残り３１７が形成される。このパタ
ーン残り３１６及び３１７は、理解しやすいように多少誇張して大きく描いている。図８
－Ａ（ａ）では、あるパターン残り３１６はソース配線３１０とドレイン配線３１３の下
に跨るように存在している。他のパターン残り３１７はソース配線３１０とドレイン配線
３１３に跨るように存在しており、これらをショートさせている。
【００６８】
　次に、図８－Ａ（ｂ）及び図８－Ｂ（ｆ）に示すようにリペア用のレジスト膜３１５を
形成する。このレジスト膜３１５は、ソース電極３０９、ソース配線３１０、ドレイン電
極３１２、ドレイン配線３１３、半導体膜３０７及び保護膜３０８を少なくとも覆い、さ
らにその周囲のゲート絶縁膜３０６を覆うように形成している。具体的には、これら電極
や配線、半導体膜の外縁から外側に０．２５μｍ～１．０μｍだけ張り出して、周囲のゲ
ート絶縁膜３０６を覆うように形成する。例えば、各電極又は各配線を覆うレジスト膜は
、レジスト膜を露光するためのフォトマスク上で、その幅が各電極又は各配線より０．５
μｍ～１．０μｍだけ太くなるように形成する。
【００６９】
　次に、このレジスト膜３１５をマスクとしたウェットエッチングとドライエッチングと
の併用エッチングを順に行う。これはＣｒ膜のパターン残り３１７を除去するためのエッ
チングである。ウェットエッチングでは、例えば硝酸系混酸をエッチング液として用いる
。ドライエッチングでは、例えば塩素と酸素の混合ガスをエッチングガスとして用いる。
このようにエッチングを併用する理由は第一実施の形態で説明したとおりである。このエ
ッチングにより、図８－Ａ（ｃ）に示すように、レジスト膜３１５で覆われていない部分
のパターン残り３１７は除去される。これにより、ソース配線３１０とドレイン配線３１
３とに跨るように存在していたパターン残り３１７は大部分が除去されて微小なパターン
残り３１７ａとなる。ソース配線３１０とドレイン配線３１３とは、分離される。
【００７０】
　次に、このレジスト膜３１５をマスクとしたドライエッチングを行う。これは半導体膜
のパターン残り３１６を除去するためのエッチングである。例えば、ＳＦ６とＨｅの混合
ガスをエッチングガスとして用いる。このエッチングによりソース配線３１０やドレイン
配線３１６の下に跨るように存在していたパターン残り３１６は大部分が除去されて微小
なパターン残り３１６ａとなる。図８－Ａ（ｃ）では、レジスト膜３１５を剥離した後の
状態を示している。
【００７１】
　またこのレジスト膜３１５をマスクとしたエッチングにより、図８－Ｃ（ｇ）で示した
ように、レジスト膜３１５で覆われていないゲート絶縁膜３０６が２５ｎｍ程度エッチン
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グされて、ゲート絶縁膜３０６の表面にくぼみ部３０６ａが形成される。ゲート絶縁膜３
０６の膜厚は、このエッチングによって減少する量を見込んで、膜厚を厚めに成膜する。
このように考慮して設計し製造することにより、膜厚減少に起因する、バックライトの透
過率のスペクトルがシフトしてパネル表示時に赤く色つく、色つき現象の発生を防止する
ことができる。
【００７２】
　次に、図８－Ｃ（ｈ）に示すように、全面に層間絶縁膜３１８が形成される。さらに、
図８－Ｃ（ｉ）に示すように、層間絶縁膜３１８にソース配線３１０に至るコンタクトホ
ール３１９ａが形成される。このときに、図示していないが層間絶縁膜３１８及びゲート
絶縁膜３０６を貫通して共通配線３０５に至るコンタクトホールを形成する。さらに、層
間絶縁膜３１８上にＩＴＯなどの透明導電膜を形成し、これをパターニングすることによ
り、図７（ｃ）及び図８－Ｃ（ｉ）に示すように、層間絶縁膜３１８上に画素電極３２０
が形成され、コンタクトホール３１９ａを介してソース電極３０９に電気的に接続する。
このときに、層間絶縁膜３１８上に共通電極３２１が形成され、図示していないコンタク
トホールを介して共通配線３０５に電気的に接続する。
【００７３】
　この後は、通常のＩＰＳ型液晶表示装置の製造方法と同様にして、図４（ａ）に示すよ
うなＩＰＳ型の液晶表示装置が完成する。簡単に説明すると、図７、図８－Ａ乃至図８－
Ｃで説明したアクティブマトリクス基板１０の表面に配向膜１１を形成する。対向基板１
２の表面には表示領域の中の画素間の領域にマトリクス状やストライプ状の遮光膜１３を
形成する。遮光膜１３で囲まれた画素領域となる部分にはそれぞれカラーフィルタを配置
する。カラーフィルタは赤色層１４Ｒ、緑色層１４Ｇ及び青色層１４Ｂで構成されている
。さらに、カラーフィルタと遮光層１３の表面に配向膜１１を形成する。さらに、アクテ
ィブマトリクス基板１０と対向基板１２とを液晶層１５を挟持した状態で貼り合わせるこ
とにより、本実施の形態の液晶表示装置が完成する。
【００７４】
　本実施の形態によれば、ソース電極３０９、ソース配線３１０、ドレイン電極３１２及
びドレイン配線３１３のパターニング後に、レジスト膜３１５をマスクとしたエッチング
を行っている。このエッチングによって、ソース電極３０９、ソース配線３１０、ドレイ
ン電極３１２及びドレイン配線３１３のパターニングの際に形成されたパターン残り３１
７はエッチングされてその大部分が除去され、微小なパターン残り３１７ａとなる。不要
なパターン残り３１７が除去されたので、近接する配線や電極間のショートがなくなり、
ゴミに起因するパターン不良を解消させることができる。さらに、レジスト膜３１５をマ
スクとしたエッチングによって、半導体膜３０７及び保護膜３０８のパターニングの際に
形成されたパターン残り３１６もエッチングされてその大部分が除去され、微小なパター
ン残り３１６ａとなる。不要なパターン残り３１６が除去されたので、近接する配線や電
極間のショートがなくなり、ゴミに起因するパターン不良を解消させることができる。
【００７５】
　さらに、本実施の形態では、このエッチングによって、複数個所のパターン残り３１７
を一括でエッチングするので、製造工程数を極力増やさないで、ゴミに起因するパターン
不良を解消できる。さらに、同一のマスクで、複数個所のパターン残り３１６を一括でエ
ッチングするので、製造工程数を極力増やさないで、ゴミに起因するパターン不良を解消
できる。
（発明の拡張）
　以上、好ましい実施の形態について説明したが、本発明は上述した実施の形態に限られ
るものではなく、様々な変更や他構造への適用が可能である。
【００７６】
　上述した実施の形態では、絶縁膜上に形成される導電体膜としてＣｒ膜を用いた場合で
説明した。しかしながら、他の材質又は層構造とすることも可能である。例えば、Ａｌ合
金／Ｍｏ合金の積層構造を用いることも考えられる。このとき、Ａｌ合金／Ｍｏ合金の積
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層構造のパターニングには、例えば燐酸、酢酸及び硝酸による混合液によるウェットエッ
チングを用いる。さらに、その後のパターン不良を解消させるためのパターン残りのエッ
チングにおいても、燐酸、酢酸及び硝酸による混合液によるウェットエッチングを用いる
。
【００７７】
　また絶縁膜の一例としてのゲート絶縁膜としてＳｉＮｘ膜を用いた場合で説明した。し
かしながら、他の材質又は層構造とすることも可能である。例えば、ＳｉＮｘ膜／ＳｉＯ
ｘ膜の積層膜を用いることも考えられる。このとき、ＳｉＮｘ膜の膜厚は例えば４００ｎ
ｍとし、ＳｉＯｘ膜の膜厚は例えば１００ｎｍとする。この場合でも、レジスト膜１１５
、２１５又は３１５をマスクとしたリペア用のエッチングで、ゲート絶縁膜の表面がエッ
チングされることを考慮して膜厚を設計する。
【００７８】
　また、上述した実施の形態では、アクティブマトリクス基板のうち表示領域へ適用した
場合について説明した。しかしながら、アクティブマトリクス基板の表示領域の周りの周
辺領域へも本発明を適用することが可能である。周辺領域には、外部接続端子、外部接続
端子と上述した実施の形態で取り上げたゲート配線、共通配線やドレイン配線とをつなぐ
引き出し配線、ゲート配線やドレイン配線の静電気による損傷を軽減するための静電保護
回路、やゲート配線とドレイン配線とを交差させる必要がある箇所で配線層の変換を行う
配線変換部などが配置されている。ゴミの付着によるパターン不良は、表示領域だけでな
くこれらが配置される周辺領域でも起き得るので、本発明はこのような周辺領域の導電体
パターンへも適用が可能である。適用することにより、導電体パターンのパターン残りは
その大部分が除去されて、微小なパターン残りとなる。これにより、ゴミに起因するパタ
ーン不良を解消させることができる。また、製造工程数を極力増やさないで、ゴミに起因
するパターン不良を解消できる。
【００７９】
　さらに、本発明では、表示領域のパターン残りと周辺領域のパターン残りとを同時に一
つのマスクでエッチングすることができ、製造工程数を極力増やさないで、ゴミに起因す
るパターン不良を解消できる。仮に、表示領域や周辺領域のゲート絶縁膜上に多数のパタ
ーン残りが存在していたとしても、本発明ではこれらを一括で同時に除去して微小なパタ
ーン残りにすることができる。よって、ゴミに起因するパターン不良を一括で解消させる
ことができる。
【００８０】
　さらに、本発明の特徴である、レジスト膜１１５、２１５及び３１５をマスクとしたエ
ッチングは、パターン不良や表示不良を検出する検査をその都度行ってその結果に応じて
行うのではなく、製造される全てのアクティブマトリクス基板に対して無条件に行うよう
にするとよい。このようにすれば、量産過程で製造される複数のアクティブマトリクス基
板同士で、ゲート絶縁膜の厚さは同一になり、膜厚の相違に起因する、バックライトの透
過率のスペクトルのシフト量を同一にすることができ、製造される複数のアクティブマト
リクス基板間での色味のばらつきをなくすことができる。
【００８１】
　また、上述の実施形態では、液晶層を挟持した状態でアクティブマトリクス基板と対向
基板とを貼り合わせる製造方法で説明した。しかしながら、アクティブマトリクス基板と
対向基板とを貼り合わせた後に、液晶材を基板間に注入する方法も用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】本発明の第一の実施形態の液晶表示装置の製造方法を説明するための製造工程順
の平面図である。
【図２】本発明の第一の実施形態による効果を説明するための製造工程順の平面図である
。
【図３】図１のＴＦＴ１１４付近の製造工程順の断面図である。
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【図４】（ａ）はＩＰＳ型の液晶表示装置の断面図であり、（ｂ）はＴＮ型の液晶表示装
置の断面図である。
【図５】本発明の第二の実施形態の液晶表示装置の製造方法を説明するための製造工程順
の平面図である。
【図６－Ａ】本発明の第二の実施形態による効果を説明するための製造工程順の平面図で
ある。
【図６－Ｂ】（ｄ）は図６－Ａに続く、本発明の第二の実施形態による効果を説明するた
めの平面図であり、（ｅ）及び（ｆ）は図６－ＡのＴＦＴ２１４付近の製造工程順の断面
図である。
【図６－Ｃ】図６－Ｂ（ｆ）に続く、図６－ＡのＴＦＴ２１４付近の製造工程順の断面図
である。
【図７】本発明の第三の実施形態の液晶表示装置の製造方法を説明するための製造工程順
の平面図である。
【図８－Ａ】本発明の第三の実施形態による効果を説明するための製造工程順の平面図で
ある。
【図８－Ｂ】（ｄ）は図８－Ａに続く、本発明の第三の実施形態による効果を説明するた
めの平面図であり、（ｅ）及び（ｆ）は図８－ＡのＴＦＴ３１４付近の製造工程順の断面
図である。
【図８－Ｃ】図８－Ｂ（ｆ）に続く、図８－ＡのＴＦＴ３１４付近の製造工程順の断面図
である。
【符号の説明】
【００８３】
　１０１　ガラス基板
　１０２　ゲート電極
　１０３　ゲート配線
　１０４　共通電極
　１０５　共通配線
　１０６　ゲート絶縁膜
　１０７　半導体膜
　１０８　保護膜
　１０９　ソース電極
　１１０　ソース配線
　１１１　画素電極
　１１２　ドレイン電極
　１１３　ドレイン配線
　１１４　ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）
　１１５　レジスト膜
　１１６　パターン残り
　１１６ａ　パターン残り（エッチング後）
　１１７　パターン残り
　１１７ａ　パターン残り（エッチング後）
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６－Ａ】

【図６－Ｂ】 【図６－Ｃ】
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